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fabricated. The noisture resistance of the devices was evaluated in a
pressure cooker test (PCT) which was conducted at [err] 2 atm pressure and
100 % R H. The devices were al so subjected to a heat cycling test wherein
one cgcle consisted of cooling at -[err] x 30 mnutes and heating at [err]
x 30 minutes. In Conparative Exanple 1, a 64 K (D) RAM nenory chip having a
[err] passivation filmwas prepared 40 using a conventional photoresist.
The passivation filmhad w ndows opened for bonding pads. In Conpara- tive
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W re-$5onded, potted with a silicone resin and overlaid with a thin silicone
filmhaving a thickness of about 10 [err]. Both chips were nmpolded in a
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1. Verfahren zum Bilden eines Pagsivierungsfilms auf einer Schaltung und/oder Schaltungselementen, die
auf der Oberfliche eines Halbleiterchips gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, da der beim Bemu-
stern des Passivierungsfilms verwendete Abdeckfilm als Teil des Passivierungsfilms benutzt wird und
daB die obere Lage des Passivierungsfiims aus einem Material hergestellt wird, das aus der Gruppe
ausgew#lhit wurde, die aus einem lichtempfindlichen Silikonharz, Epoxy- und Silikonleiterpolymer
besteht.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip mit dem Passivierungsfilm
auf eine Leiterplatte montiert, drahtgebondst und dann zur G&nze verstiirkt wird einschlieflich aller im
Passivierungsfilm gedffneter Fenster.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Bilden eines Passivierungsfilms auf einer Schaltung und/oder Schaltungselementen, die
auf der Oberfliche eines Halbleiterchips gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, da der beim Bemu-
stern des Passivierungsfilms verwendete Abdeckfilm als Teil des Passivierungsfilms benutzt wird und
daB die obere Lage des Passivierungsfilms aus einem Material hergestelit wird, das aus der Gruppe
ausgewdhit wurde, die aus einem lichtempfindlichen Silikonharz, Epoxy- und Silikonlsiterpolymer
bestoht.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip mit dem Passivierungsfilm
auf eine Leiterplatte montiert, drahtgebondet und dann zur Génze verstérkt wird einschlielich aller im
Passivierungsfilm gedffneter Fenster. '



